
Abstrakt

V této práci je studován spinový transport a dynamika opticky injektovaných
spinově polarizovaných nosič̊u v několika transportńıch režimech v polovodi-
čových heterostrukturách na bázi GaAs pomoćı vysoce prostorově a časově
rozlǐsených technik. V dlouho žij́ıćım elektronovém podsystému, opticky
generovaného v nedopovaném heteropřechodu GaAs/AlGaAs, je pozorová-
na spinová difuze s neočekávaně dlouhým prostorovým dosahem a vyso-
kou transportńı rychlost́ı. Dále je studován difuźı a driftem dominovaný
spinový transport za pokojové a ńızké teploty v systémech na bázi GaAs
použit́ım elektrické spinové detekce založené na inverzńım spinovém Hallovu
jevu. Je ukázáno, že signál generovaný inverzńım spinovým Hallovým jevem
a parametry spinového transport mohou být kontrolovány př́ımým přiklá-
dáńım elektrického pole nebo expanźı vyprázdněné oblasti laterálńıho pn-
přechodu.


